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— d. Chips 284
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Lappmaschine 234
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Lebensdauer 50

— v. Ladungstrigern 208, 213

— v. Halbleiterkomponenten 303
Leistungsaufnahme 377
Leistungsverstirker 399
Leitfahigkeit 102, 144, 145, 205, 267
Leitsilber (Bronzen) 193
Leitungsbahnen 143, 275

— band 102, 204

— elektronen 206

— kreuzungen 145, 275
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Lichtenbergsche Figuren 116
Lichtkopplung 347
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Sachverzeichnis
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Magnesiumfluorid 162
Majorititstriger 220
Marktverhiiltnisse 451

Masken 131, 239
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Master-slice 301
Matrix-System 301, 302
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Microcomposants-Technik 58, 59, 60, 74ff
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Mikromanipulatoren 128
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Purpurpest (purple plague) 285
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— , Steigerung durch Redundanz 55, ¢









